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[序論] 

Ce置換イットリウム鉄ガーネット(Ce:YIG)は波長 1550 nmで 4.5 x 10
3
 deg./cmのファラデー回

転角を示し、Si細線導波路上へウエハボンディングした導波路光アイソレータが報告されている

[1]。近年、Si基板上への多結晶 Ce:YIG 薄膜の製膜が報告され、導波路光アイソレータに応用さ

れている[2, 3]。我々は有機金属堆積(MOD)法により、Si基板上にビスマス置換イットリウム鉄ガ

ーネット(Bi2Y1Fe5O12, Bi:YIG)層を製膜し、Bi:YIG層製膜の前に Biを含まない YIG層をバッファ

層として製膜することが Bi:YIG の結晶化と波長 1550 nmにおける 10
3
 deg./cmオーダーのファラ

デー回転角を得るのに重要であることを明らかにした[4]。MOD法における YIG層の製膜では、

アモルファス状態の YIG層をスピンコート～仮焼成（550 
o
C）で形成し、アニール（750~800 

o
C）

を加えて多結晶化する。多結晶 YIG層は Si基板上にバッファ層として製膜でき、磁気光学効果の

大きい Bi:YIGや Ce:YIG層を製膜できる。 

MOD 法では、スピンコート 1回で得られる膜厚が 50 nmと薄く、導波路光アイソレータに応用

するには多数回製膜を繰り返す必要がある。MOD法における Si基板上の YIG 層の結晶化プロセ

スをスパッタ法に応用できれば、Ce:YIG層製膜に応用できると考えた。本研究では、RFマグネ

トロンスパッタリング法により、Si基板上に室温で YIG薄膜を製膜し、製膜後に熱処理を加えて

結晶化を試みたので報告する。Ce:YIG の結晶化では、アニール時の酸素の存在が磁気光学効果の

大きさに影響することが報告されており[3]、アニール時の雰囲気ガスの違いによる YIG 層の結晶

化の違いを検証した。 

[実験方法] 

RFマグネトロンスパッタリング法を用いて Si基板上に YIG アモルファス膜(膜厚 260 nm)を室

温で製膜した。その後、800 
o
Cで 30分間アニールした。アニール時には窒素とドライエアの 2種

類のガスを流し、酸素の有無による結晶化の違いを X 線回折測定(XRD)から調べた。 

[試料の評価] 

窒素とドライエアを流してアニールし作製した

YIG 薄膜の XRD の測定結果を Fig.1 に示す。(420)

面からの回折信号が得られ、多結晶の YIG薄膜の製

膜を確認した。回折信号の大きさは酸素の有無によ

って変わらなかった。Fig. 1 の実験結果から Si基板

上に Ce:YIG を製膜する場合のバッファ層として本

手法で製膜した多結晶YIGが有効であると考えられ

る。今後、Ce:YIG薄膜を製膜し他の手法で得られた

Ce:YIG薄膜の磁気光学効果と比較する。 
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Fig1 Si基板上に製膜した YIG層の X線回折特性 
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